KT315

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: ZSRR

Wykonanie: tranzystor krzemowy planarno-epitaksjalny
n-p-n malej mocy w.cz., w obudowie plastykowej

Zastosowanie: uklady w.cz. i impulsowe w urzadzeniach

powszechnego uzytku

Typy podobne: BFP720 (Cemi), BC108A, BC108B

Rys. 1-1341. KT315

WartosSci charakterystyczne®

‘ KT315A KT3155 KT315B KT315T i
Icpo | 1 1 1 It uA | przy Uc =10V
Ieno 30 30 30 30 | pA |przy Ug=5V
Ucer 25 20 40 35 “ A% przy Rgp = 10 kQ,
\ Icgs =1 mA
Uz 20 5 30 25 |V | przy Rgg =10 k,
Icgs = 5 mA
UCE sar | 0,5 0,5 0,5 0,5 V | przy I = 100 mA,
} Ig =10 mA
UBE sat 1,1 11 1,1 1,1 V | przy Ic = 100 mA,
Ig =10 mA
123 2.5 2.5 2,5 2,5 przy U =10V,
Ir =5 mA,
f =100 MHz
C. 347 347 327 547 przy Ug =10 V
hyi e 2090 70+350 2090 70350 przy Uc =10V, Iy = 5 mA
rpp Ce 300 500 500 500 ps przy Us =10V, Iz =5 mA
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tamb | —55=4+100 °C i T
1 famb = 20°C (% 5°C)
2 Jcgs = 5 mA, RBe = 10 kQ 2
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Rys. 1-1343. Charakterystyki wyjsciowe Rys. 1-1344. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-1345. Zaleznos¢ wspotczynnika wzmoc- Rys. 1-1346. Zaleznos$¢ wspotczynnika wzmoc-

nienia pradowego od temperatury otoczenia nienia pradowego od pradu emitera
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Rys. 1-1347. Zalezno§¢ stalej czasu od napigcia Rys. 1-1348. Zalezno$¢ czestotliwosci granicz-
kolektora nej od pradu emitera
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Rys. 1-1349. Zalezno$¢ napigcia przebicia ko- Rys. 1-1350. Zalezno$¢ pradu zerowego ko-

lektora od rezystancji bazy lektora od temperatury otoczenia



